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Introducciéon a la union PN

Es un dispositivo semiconductor bipolar de dos terminales que idealmente permite el paso de
corriente en un solo sentido, desde el terminal de anodo (A) al catodo (K).

Anodo (A) Catodo (K)
Tipo P . i Tipo N
N

Corriente

Se forma mediante la union de un material semiconductor con dopado con impurezas tipo N,
como fosforo (P o arsénico (As) para inducir un exceso de electrones (-), con un semiconductor
con dopado tipo P, normalmente boro (B para crear exceso de huecos (+).

La conduccion de corriente se debe al proceso de difusion, donde los portadores, electrones o
huecos, se desplazan de zonas con concentraciones altas a regiones con concentraciones bajas.

p-Si n-Si



Introducciéon a la union PN

Es un dispositivo semiconductor bipolar que idealmente permite el paso de corriente en un solo
sentido, desde el terminal de dnodo (A) al catodo (K).

Anodo (A) Catodo (K)
Tipo P . i Tipo N
N

Corriente

Se forma mediante la union de un material semiconductor con dopado con impurezas tipo n,
como fosforo (P) o arsénico (As) para inducir un exceso de electrones (-), con un semiconductor
con dopado tipo p, normalmente boro (B) para crear exceso de huecos (+).

La conduccion de corriente se debe al proceso de difusion, donde los portadores, electrones o
huecos, se desplazan de zonas con concentraciones altas a regiones con concentraciones bajas.
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recubriendo la muestra

Si0, Particula
DUERES

Limpieza inicial @
Bano: 10’ acetona (C5H0) + 10’ isopropanol (C H80)
30’ Pirafa 3:1 (H,SO,+H,0,) Danger
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2.Caracterizacion eléctrica

2.1: Setup de medida

Estacion manual de 4 puntas Analizador de semiconductores
Jandel Universal Probe Station Keysight B1500a
Anodo (A)
Puntas i
T |

p*-Si n*-Si .

Catodo (K)
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